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近年，熱電材料に不純物や界面を導入しフォノンの散乱頻度を上げることで熱伝導率を低下さ

せ，無次元性能指数 ZT を向上させる試みが数多く行われている。そのため，物質界面における熱

輸送を明らかにすることの重要性が高まっている。このような現状を踏まえ，我々はラマン分光

法を用いた微小界面での非接触温度計測を行っており，前回の学会では，Si 基板上に担持した

MoS2の極薄試料に対して，アンチストークス／ストークス散乱強度比からMoS2の温度𝑇AS/Sを求

めることができることを報告した[1]。この場合の𝑇AS/Sは電子の光学励起に関わる温度であると考

えられるため，今回は格子温度を独立に測定し，二つの温度の間の関係を実験的に確かめた。 

 一般に温度の上昇に対してフォノンのエネルギ

ーは低下するため，ラマンシフトの温度変化∆𝜐𝑅を

測定すれば測定位置の温度𝑇shiftを見積もることが

できる[2]。実測した温度変化率は MoS2 の Eg モー

ドで∆𝜐𝑅 Δ𝑇⁄ = −0.0122 cm−1 / K，Si は∆𝜐𝑅 Δ𝑇⁄ =

−0.0171 cm−1 / Kであった。これらの値を用いて，

それぞれの𝑇shiftをレーザーパワーの関数としてプ

ロットした。 

Figure 1 に測定したラマンスペクトルを示す。Si

基板に担持したMoS2は 17 nmと非常に薄いため，

レーザー光は容易に透過し，MoS2と Siのラマンス

ペクトルを同時に測定することができる。 

Figure 2 に𝑇AS/Sと𝑇shiftのレーザーパワー依存性

を示す。MoS2の𝑇AS/Sと𝑇shiftはレーザーパワーを上

げていくと，両方とも直線的に上昇し，MoS2も Si

も常に𝑇AS/S > 𝑇shiftの関係を示す。これは，電子系

が受け取ったレーザーのエネルギーが，格子系に緩

和するよりも格子系から熱浴への緩和が早いため

と考えられる。Si では𝑇AS/Sと𝑇shiftのどちらも温度

上昇は小さくほぼ一定の温度である。MoS2と Siでの直線の傾きの違いは，両者の熱容量の差と，

界面熱抵抗に起因すると考えられる。 

[1] 浅井渉ほか，第 65回応用物理学会春季学術講演会(18p-P3-18，早稲田大). 
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Fig.1 Raman spectrum of MoS2 and Si substrate 

Fig.2 Laser power dependence of TAS/S and Tshift 
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